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 要  旨 
高周波デバイスの分野では GaAs系の化合物半導体のHEMT（高電子移動度トランジスタ）や
FET（電界効果トランジスタ）やHBT（ヘテロ接合バイポーラトランジスタ）といったデバイス
は既に実現されている。InGaP/GaAsヘテロ接合を用いたデバイスとしては、HBTや宇宙用太陽
電池が既に実用化されている。しかし InGaPにはオーダリングという特異な現象があり、バンド
ギャップ等、種々の物性に影響を与えることが知られている。そのため InGaP/GaAsヘテロ接合
界面の物性については未だ不明な点もあり、これらを解決することによりさらなるデバイス性能
の向上や、新たなデバイスへの応用が期待できる。そのため InGaP/GaAsヘテロ接合界面物性に
関するさらなる研究が望まれる。 
本研究ではMOVPE法を用いて order・disorder InGaP/GaAsヘテロ接合を作製し、極低温・
強磁場下での伝導特性からその界面物性を評価した。キャリア供給層ありの試料構造では、電気
測定時にその層を電流が流れてしまう Parallel conductionが発生し、正確な測定を行うことはで
きなかった。そこでキャリア供給層をなくした試料構造での測定を行った結果、Parallel 
conduction による影響は見られなくなった。しかしクローバー型試料での測定では SdH 振動は
観測されたが、明瞭なホールプラトーは観測されなかった。そこで量子ホール効果の観測で一般
的に用いられるホールバー型のマスクを作製し、ホールバー試料を作製した。その結果、order・
disorder試料共に明瞭なホールプラトーが観測された。しかし disorder試料では観測されていた
SdH 振動が、order 試料では観測されなかった。その結果に対する考察として、二次元正孔アン
チドット系に関する研究結果との比較から、order 試料では order 領域、disorder 領域が混在し
ており、二次元電子が自由なローレンツ軌道を描けないために SdH 振動が現れなかったと考え
た。 
 今後の課題としては、5°off、15°off基板を用いた試料での測定が挙げられる。今回それぞれ
のオフ基板では InGaP単層のみでのオーダーパラメータηの評価は行えたが、結晶成長条件やア
ニール条件の最適化ができていないため、InGaP/GaAs ヘテロ接合試料での量子ホール効果測定
は行えなかった。これらの問題が解決できれば、同一成長温度で order・disorder InGaPが作製
可能であり、成長温度の違いによる影響をなくすことができるため、さらに詳細な界面物性が明
らかになることが期待できる。 
 
